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１．概要（Summary） 

生体内の希薄濃度のタンパク質等を高感度で検出す

るためにナノワイヤバイオセンサの作製を行うつもりである。

本申請においては、特にナノワイヤバイオセンサにおける

ナノワイヤトランジスタの部分の作製を行う。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置, マスクレス露光装置, 

LPCVD 装置（SiN 用）, 真空蒸着装置, スパッタ装置

（Al 用）, イオン注入装置, インプラ後アニール炉, 酸化

炉, PMA炉, エッチング装置（RIE SiO2用） 

【実験方法】 

ナノワイヤトランジスタを作製するために SOI 基板を用

いた。まず、SOI 基板のトップＳｉ層の熱酸化を行い、層の

薄膜化を行った。その後、アライメントマークの形成を行っ

た。この際には、超高精度電子ビーム描画装置を用いて

ポジレジストにマークパターンの露光を行い現像した。そ

れをマスクにエッチング装置を用いてマークのエッチング

を行った。 

次に、ナノワイヤトランジスタのチャネル及びソース・ドレ

イン領域のエッチングを行った。まず、超高精度電子ビー

ム描画装置を用いてネガレジストにチャネル及びソース・

ドレイン領域パターンの露光を行い現像した。それをマス

クにエッチング装置を用いてエッチングを行った。 

次に、ナノワイヤトランジスタのソース・ドレイン領域の形

成を行った。まず、酸化炉を用いてインプラシールド酸化

膜を形成した。その後、超高精度電子ビーム描画装置を

用いてネガレジストにインプラマスクパターンの露光を行

い現像した。このレジストの直下のチャネル領域はイオン

注入時にイオンの注入が行われない。このレジストマスク

で覆われていない部分はイオン注入が行われるために活

性化アニールの後にソース・ドレイン領域となる。このレジ

ストパターンをマスクにして、イオン注入装置を用いて As+

をイオン注入し、酸化炉を用いて、活性化アニールを行っ

た。その後酸化炉を用いて、ゲート酸化膜を形成し、続け

て LPCVD装置でゲート窒化膜を形成した。 

次に裏面に堆積した窒化膜を CDE 装置で除去した。

その後、表面にポジレジストを塗布し、超高精度電子ビー

ム描画装置によりコンタクトホールのためのパターンを露

光し現像した。それをマスクにエッチング装置とバッファー

ドフッ酸処理によってコンタクトホールを形成した。 

次に電極の形成を行った。まず裏面に Al をスパッタ装

置を用いて堆積し、表面には Al を真空蒸着により堆積し

た。その後表面にフォトレジストを塗布し、マスクレス露光

装置を用いて光露光を行い現像した。その後このレジスト

パターンをマスクに、ウェットエッチングしてアルミ電極を形

成した。 

最後に PMA炉を用いて水素アニールを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したナノワイヤトランジスタの電気特性を評価した。 

ドレイン電流－バックゲート電圧特性、ドレイン電－ドレイ

ン電圧特性共に良好な特性が得られた。 
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